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Sposob tepelného spracovania vysokoteplot-

nych supravodivych tenkych vratiev

(57) Riedenie sa tyka spdsobu spracovania
vysokoteplotnych supravodivych tenkych
vrstiev, ktorého podstata je v tom, Ze
vrstva pripravend na bdze oxidov prvkov
vzdcnych zemin sa Zfha vo vdkuu s par-
cidlnym tlakom kyslika men3om ako 10 Pa,
vyhodne 5 Pa, po dghu 5 a? 15 mindt pri
teplote 700 aZ 750 “C, dalej sa vrstva

Z{ha v kyslfku pri

tlakuDO,l MPa az 0,5

MPa pri teplote podo700 C, vyhodne pri
teplote 650 a2z 700 "C, po dobu 3 az 30
mindit, potom sa vrstiva 2{ha pri tlaku

kysl&ka 0,1 MPS
400 "C a2 500

a2 0,5 MPa pri teplote
C po dobu 5 aZ 15 minut

a nakoniec sa vrstva ochladi na izbovd

teplotu. Riedenie takto pripravenych
supravodivych vrstiev mé vyufitie v
oblasti kryoelektronickych Struktir,

pri priprave zariadeni pre detekovanie
slabych megnetickych poli a pri priprave
Struktidr pre rychly prenos a spracovanie
elektrickych signdlov.
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Vyndlez sa tyka spbsobu tepelndho apracovonia vysokoteplolnygch supravodivych tenkych

vrstiev na bdze oxidov prvkov vzicnych zemin,

Priprava tenkych vrstiev na bdze oxidov prvkov vzdcnych zemfn, napr. Y, 83, La, Lu atd.,
s cielom ziskaf vysokoteplotné supravodivé vrstvy s kritickou teplotou 30 aZ 95 Kelvin vy-
’aduje po nanesen! vrstvy vo vdkuovom zariaden{ dodato&né tepelné Zfhanie v kyslfkove)
atmosfére pri teplotdch do 900 9c a zfhacfch €asoch do 11 hodin za Gtelom krydtalizacie
vrstvy v tetragondlnej &truktire s ndslednym prechodom do ortorombickej 3truktiry, polas
pomalého achladzovania na izbovd teplotu, priZom tdto je zodpovednd za supravadivost
vrsticv.,

Indme :{hacie postupy v kyslikove) almosfére sd napr. po priprave vestvy so zloZenim

Ha,Cu}Ox, kedy sa tdto vestva Ziba pri tepltole 900 O po dobu 30 mindt s ndsledonym 2 {-

Y

hin[é pri teplote 540 O po dobu 10 hodin, viz 0ijkkamp, D. - Venkatesan, 1. - Wu,X.D. and
Preparation of Y-Ba-Cu-Oxide superconductor thin films using pulsed laser evaporation
from high Tc bulk material. Appl.phys.lettl., 1987, S1, s.619-629 alebo podia uvedenej
literatdry po priprave vrstvy so zloZenim YP“ZC”}Ux sa tdto vrstva *fha pri teplote 900°C

po dobu 2 hodiny a ndsledne sa 2fha pri teplote 580 oc po dobu 2 hodin.

al.:

Pri tepelnom spracovani vrstiev podia uvedenych postupov ide o dlhé Z{hacie tasy pri
vysokych teplotdch, takle difdznymi procesmi dochddza k interakcii podloiky a vrstvy, &im
sa zhorSujd zdkladné kritické parametre supravodifa, najma jeho kritické teplota a kritickd
prudovd hustota vrstiev.

Imienené nedostatky v podstatnej miere odstranuje sp6sob tepelného spracovania vysoko-
teplotnych supravodivych tenkych vrstiev na bdze oxidov prvkov vzdcnych zemin podia vyndlezu,
ktorého podstata spotfva v tom, Ze vrstva sa Z?iha vo vdkuu s parcidlnym tlakom Kkyslika
B.IO'lPa at 10 Pa po dobu 5 a2 15 mindt pri teplote 700 Oc az 750 °C, dalej sa vrstva Zfha
v kysliku pri tlaku 0,1 MPa aZ 0,5 MPa pri’teplote 650 °Cc az 700 OC, po dobu 3 az 30 minat,
potom sa vrstva Z2fha pri tlaku kyslika 0,1 MPa aZz 0,5 MPa pri teplote 400 °¢c az s00 °c
po dobu 5 ar 30 mindt a nakoniec sa vestva v kyslikovom prostred{ ochladf na izbovi teplotu.

Vyhoda tepelného spracovania vrstiev podia vyndlezu spotiva v podstatne kratsfch tasoch
pri ni’3f{ch Zf{hacich teplotdch a tym aj mendej degraddcii kritickej teploty supravodivych
vrstiev., Podstatu vyndlezu dokumentu3jd nasledujice priklady.

Tenkd vrstva hrdibky 0.7 um so zloZeafm blizkym YlBaZCUBOx pripravend kodepoz{ciou z troch

zdrojov vdkuovym naparovanim pri tlaku kyslika l(l_2 Pa na safirovi podlozku pri teplote 550 °c

o hrubke 0,7 um, sa ziha 5 min pri teplote 700 OC vo vékuu s parcidlnym tlakom kyslika 5 Pa.
Nasledovalo Z{hanie pri 700 °c v kysliku pri tlakg 0,1 MPa po dobu 3 mia. Tepelné spraco-
vanie bolo zavr3ené 5 mindtovym %{hanim pri teplote 400 % a tlaku kyslika 0,1 MPa. Nako-
niec vzorka bola v kysliku ochladend na izbovu teplotu. Takto pripravend vzorka vykazovald
supravodivé vlastnosti s kritickou teplotou 70 K.

V druhom priklade sa tenkd vrstva s hribkou 0.7 um, pripravend ako v prvom priklade,
Ziha pri teplote 750 % ¢ vo vékuu s parcidlnym tlakom kyslika 8.1(]'l Pa po dobu 15 minut.
Nasledovalo ?{hanie pri 650 °C po dobu 15 minut pri tlaku kysl{ka 0,15 MPa. Oalej bola
vzorka ff{hand pri teplote 500 °C a tlaku kyslfka 0,15 MPa po dobu 10 mindt. Nakoniec bola
vzorka v kysl{ku ochladend na izbovi teplotu a vykazovala supravodivé viastnosti s kri-
tickou teplotou blfzkou 70 K.

Vvyndlez ms vyuZlitie v priprave vysokoteplotnych supravodivych vrstiev na baze oxidov
prvkov vzdcnych zemin, na ktorych je molné pripravovatl supravodivé kryoelektronické Struk-
tiry na rychly prenos informdci{, meranie slabych magnetickych pol{ a pod.
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Sposob tepelného spracovania vysokoteplotnych supravodivych tenkych vrstiev na bize
oxidov prvkov vzdcnych zemin, vyznatujuci sa tym, Ze vrstva sa Zfha vo vdkuu s parcidl-
nym tlakom kyslika 8.10‘1Pa a’ 10 Pa po dobu 5 az 15 minut pri teplote 700 az 750 OC,
aalej sa vrstva 2fha v kysliku pri tlaku 0,1 MPa aZz 0,5 MPa pri teplote 650 Oc az 700 0C,
po dobu 3 32 15 mindt, potom sa vrstva Ziha pri tlaku kyslika 0,1 MPa az 0,5 MPa pri
teplote 400 °C az 500 °C po dobu 5 az 30 minit a dalej sa vrstva v kyslfku ochlad{

na izbovi teplotu.
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